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(57) Abstract: The invention relates to a support for crystalline
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growth, comprising a nucleation layer (2), a polycrystalline or
porous buffer layer (4) and a support layer (6).

(57) Abrégé : L’invention concerne un support pour croissance cris-
talline comportant : - une couche (2) de nucléation, - une couche
tampon (4), polycristalline ou poreuse, - un substrat support (6).



